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POLARIZACION

» El transistor MOS define cuatro variables:
— Intensidad de puerta I
— Intensidad de drenador I,
— Tension puerta fuente Vg
— Tension drenador fuente Vg
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POLARIZACION

» La intensidad de puerta en siempre nula
IG:O_)ID:IS:IDS

» Por lo tanto, para este circuito:
Ves = Ve

Vae
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POLARIZACION

» El transistor MOS estara polarizado en una de las tres
posibles regiones

( 0 Vs < Vr corte
KW , |

Ips =42 L [2(Ves — Vr)Vps — Vsl Vps < Vgs — Vr triodo
L ET (VGS o VT)Z Vps = Vs — Vr saturacion

» Para este circuito:
VGG < VT - COTte — IDS = O — VDS = VCC
Vee > Vp = saturacion o triodo
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POLARIZACION

» Ejemplo
w
K =20uA/Vv? - = 30 V. =1V R, =1,2kQ Vp,p =5V
» Para V;; = 2V, supongo saturacion

VGS =2V - IDS = O,3mA - VDS = 4,64‘V — VDS > VG'S — VT

> Para VGG = SV, supongo saturacion
VGS =5V - IDS = 4,8mA - VDS = —0,76V - VDS < VG'S — VT

» Incorrecto, supongo triodo

KW
Ips = ET 12(Vgs — Vr)Vps — Vgs] Vie = 9,28V > Vs — V7
DS 1,50V < Ve — Vi
Vpop = IpsRy + Vps

» Limite entre saturacion y triodo: Vps = Vs — Vrp

KW
Ips = 5— (VGS - VT)Z _ 3,59V

2 L Ves =1_437v < V..
Vop = IpsRy + Vs — Vrp

v
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AMPLIFICACION CON MOS

» En situaciones dinamicas, las variables eléctricas estan
formadas por un valor de continua (solucion de
polarizacion) y un valor de alterna. Por ejemplo, la
corriente de drenador:

ip(t) = Ip + ig(t)

» El transistor MOS debe de estar polarizado en saturacion
para aplicaciones de amplificacion
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MODELO DE PEQUENA SENAL

» MOSFET en saturacion a bajas frecuencias

KW 5 (Vs = Vgso + Avgs
27 (VGS Vr (VBs)) (1 + Avps) { Vps = Vpso + Avpg
\VBs = Vpso + Avps

» Realizando un desarrollo de Taylor hasta primer orden:

Ip =

_ dip dip dip
AID: lp — IDO = aUGS AUGS + a’UDS AUDS + avBS AUBS
» Definimos los parametros de pequefia senal:
dip 1 dip dip
I = [avGS]vDS:VBS e E } [avDS]vs,vBS I = [avBS Vps/VGs
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MODELO DE PEQUENA SENAL

Vs
ld — gmvgs + ImpVps T+ 7‘_
0
w v,
Im = 2KTIDQ Imb = X9m 7o _I
\ DQ
?D
Go— —oB
Vgs{ 4>ng9$ % o <>gmbvbs }Vbs
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MODELO AALTA FRECUENCIA

» Se deben incluir efectos capacitivos debidos a las uniones en
Inversa y al condensador formado entre puerta y el canal.

» Dy S con el sustrato forman dos uniones P-N en inversa
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MODELO AALTA FRECUENCIA

» Las cuatro capacidades indicadas en la figura anterior, se afiaden al
modelo de pequeia senal anteriormente descrito
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MODELO DE TRES TERMINALES

» Baja frecuencia

T
Go—| oD
Vgs{ Tc OmVgs = Tfo T Cus
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